
















3. 半導体レーザ駆動回路(レーザ発光部) 1 ) 
半導体レーザ駆動回路は、電子回路の知識が乏しい(ほとんどない)ので、福井大学開催の「平
成 1 0年度東海・北陸地区国立学校等教室系技術職員研修(電気・電子コース) J で、技術部が
担当した実習テキスト「半導体レーザ駆動回路の製作と基礎実験j を参考にし、 「駆動回路図」
「製作の実装配線図J が掲載されているAP C (Automatic Power Control) 回路を採用した。
4. 回路の製作
(1) AP C 回路
部品の購入は、テキストの íAPC回路製作用部品リスト」と全くそのままを注文したが、研




図 1 は使用したAPC回路図である 1 )。
GND 
Tr:2SC2235 VI.l : EI.65-18-I 
(650nm 赤色)ZIl:IW5A 







表 1 は使用したLD (E L 65 -1 8 -1) の仕様数値を示す。
表 1 L D (E L 65 -1 8 -1) の仕様2)
MIN TYP MAX 
p 。 (光出力) 5mW 
1 op (動作順電流) 35 mA 60 mA 
1 m (光モニタ電流) 30μA 
Vop (最大動作電圧) 2.1 V 2.5 V 
ﾀ p (波長) 640nm 650nm 660nm 
表 l より光出力を5mW としてLD駆動用抵抗R Lは (1)式より
求める(図 2) 1) 。
RL= (Vcc-VOP-VCE) /Iop 一一一一一一 (1) 
ここで、 Vop=2.1 V、 1 op=3 0 m A、トランジスターのコレ
クターエミッタ間飽和電圧VcE=O.l VとするとR L=l 94Q とな
る。求まった合成抵抗をR LをR Ll =180Q 、 R L2=10Q 、 R L3=
10Q に分割した。
また、光モニタ電流検出用抵抗はRmは (2) 式で求める(図 3) 1) 。
ここで、光モニタ電圧Vm=2.46V、 1 m=3 0μAとすると






















測定にはレーザパワーメータ(日本科学エンジニア株式会社製 PM-2 1 0) を使用した。
パワーメータの表示がHe -N e (6 3 3 nm) に校正されているために、半導体レーザ (6
50nm) 光出力 Poのデータは、実測値に係数を用いて求めた。
図 4 はLD動作順電流 1 0p と光出力 Poのデータを示す。 1 op=2 OmAから光出力が始ま
り、動作電流の増加とともに光出力は直線的に増加する。 1 0pは最高 21.6mA しか流れず、
2.5mWの光出力しか得られなかった。設計値でLD駆動用抵抗R L=1940だが2000
を実装したため抵抗R L大きすぎたのか、他に起因するのかは今後検討する。
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2. LD駆動回路は 1) A C C (Automatic Current Control)回路 2) APC回路
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